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次世代の半導体リソグラフィ方式として、波長 13.5nmの極端紫外線(EUV)にて露光を行う EUV

リソグラフィ(EUVL)の開発が盛んに進められている。現在ギガフォトンでは、EUVLに用いる光

源の開発を進めており、Sn 液滴をターゲットとしたレーザー生成プラズマ(Laser Produced Plasma: 

LPP)方式の EUV 光源の研究・開発を行っている。 

EUV光源実用化に向け開発している技術の一つが、LPP の発光を露光装置へ伝送する為用いら

れるコレクタミラーへの Sn 付着を抑制する、デブリミチゲーション技術である。LPP 方式 EUV

光源では、LPP の発する EUV を露光装置に伝送するのに、受光立体角>5srのコレクタミラーを用

いる。コレクタミラーはプラズマ近傍に設置される為、LPP から飛散する Snが付着し、反射率低

下を引き起こす問題がある。そこで、ギガフォトンが開発中のデブリミチゲーション技術では、

イオンの状態で飛散するデブリを磁場でトラップし、コレクタに付着してしまった Snを水素ガス

でエッチングして除去する手法を取っている。この手法により、EUV光源実証機において、光源

出力 30W で 30Bpls まで Sn 付着が無く、コレクタ反射率の劣化速度 0.4%/Bpls まで抑制できる事

を確認した (1)。デブリミチゲーションのさらなる改善には、Snの付着を抑制するという点に加え

て、付着した Snを如何に効率良くエッチングするかが重要である。しかし、エッチングのプロセ

スは十分に理解されておらず、最適化には至っていない。 

Sn エッチングは、EUV照射でコレクタ表面に発生する水素プラズマの影響で生じた水素ラジカ

ルにより進行していると推定される。そこで、ラジカル発生メカニズムを解明し、デブリミチゲ

ーション技術を最適化することを目的として、EUV 誘起水素プラズマの計測を行った。計測手法

として分光計測を適用し、水素雰囲気下で EUV を照射したコレクタ模擬基板の表面に水素ラジカ

ルが発生している事を確認した。本件では、その実験結果を報告する予定である。 
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